Prace je zaméfena na zkoumani fotoluminiscenénich vlastnosti InAs kvantovych bodl na GaAs
substratu prekrytych GaAsl-xSbx kryci vrstvou pFipravenych Stranski-Krastanowovou metodou. Méfili
jsme doby doznivani luminiscence dvou vzorkd s rliznou koncentraci Sb v této vrstvé. Zkoumali jsme
vliv teploty, intenzity a vinové délky excitacniho pulzu na intenzitu a dobu doznivani luminiscence.
Porovnali jsme vlastnosti vzorku po excitaci 760 nm pulzem a 850 nm — v prvnim pfipadé byla energie
excitaénich foton(l vétsi, nez Sitka zakazaného pasu substratu; pfi vétsi excitacni vinové délce jsme
excitovali pouze kvantové tecky a sméaceci vrstvu. Z téchto vlastnosti dale odvozujeme rekombinacni a
relaxacni procesy v InAs kvantovych teckéach a transport nosi¢l naboje ze substratu i smaceci vrstvy do
nich. Soucasti prace bylo sezndmeni se s metodami méfeni ultrarychlé fotoluminiscence a sestaveni
experimentalniho usporadani.





